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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 011 506.4

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 5. August 2019 durch den Vorsitzenden Rich-
ter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer
und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

ECLI:DE:BPatG:2019:050819B20Wpat27.17.0



beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 05 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2017 wird aufgehoben
und die Sache zur erneuten Prufung auf der Grundlage der heute
Uberreichten Patentanspriiche an das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung 10 2011 011 506.4 mit der Bezeichnung

,Bandabstandsreferenzschaltung und Verfahren zum Herstellen der Schaltung*”

ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von der
Prufungsstelle fur Klasse G 05 F mit am Ende der Anhérung vom 04.07.2017 ver-
kiindetem Beschluss zurtickgewiesen worden. Zur Begriindung hat die Prifungs-
stelle insbesondere ausgefihrt, dass der Patentanspruch 1 aufgrund fehlender
erfinderischer Tatigkeit ausgehend von dem Artikel mit dem Titel ,InGaP-Plus™:
Advanced GaAs BIiFET Technology and Applications” (D2) nicht gewahrbar sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 10.08.2017 eingelegten Be-

schwerde.

Im Rahmen des Priufungsverfahrens wurden seitens der Prifungsstelle die folgen-

den drei Druckschriften genannt:

D1 SANSEN, W.M.C.: Analog Design Essentials. Dordrecht: Springer, 2006,
S. 465-466, ISBN 0-387-25746-2.



D2 PEATMAN, W. et al.: InGaP-Plus™: Advanced GaAs BIFET Technology
and Applications. In: CS MANTECH Conference, Austin, Texas, USA,
2007, S. 243-246.

D3 GEIGER, R. L.; ALLEN, P. E.; Strader, N. R.: VLSI - Design Techniques
for Analog and Digital Circuits. McGraw-Hill Book Co.: Singapore, 1990.
S. 213-221, 302-307, ISBN 0-07-100728-8.

Zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung wurde mit gerichtlichem Schreiben
vom 27.05.2019 darauf hingewiesen, dass sich der Senat in der mundlichen Ver-
handlung neben den bereits im Verfahren befindlichen Dokumenten auch mit der

Lehre der folgenden Druckschriften auseinandersetzen wird:

D4 US 2003 /0151396 Al
D5 US 6 498 360 B1.

Der Bevollmachtigte der Anmelderin und Beschwerdefuhrerin hat die Anmeldung
zuletzt mit einem in der mundlichen Verhandlung vom 05.08.2019 Ubergebenen
neuen Hauptantrag mit den Patentansprichen 1 bis 9 weiterverfolgt und zur Be-
grindung ausgefuihrt, dass die Bandabstandsreferenzschaltung und das Verfah-
ren zum Herstellen der Schaltung nach dem nunmehr geltenden Anspruchssatz

neu sei und auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Er beantragt,

den Beschluss der Priufungsstelle fir Klasse G 05 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 04.07.2017 aufzuheben und
das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen
zu erteilen:



Patentanspriche:
Patentansprtiche 1 bis 9, dem BPatG als neuer Hauptantrag tber-
reicht in der mindlichen Verhandlung

Beschreibung:
Beschreibungsseiten 1 bis 15 vom 10.11.2017, beim BPatG ein-
gegangen am selben Tag

Zeichnungen:
Figuren 1 bis 10 vom 10.11.2017, beim BPatG eingegangen am

selben Tag

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

.Bandabstandsreferenzschaltung, die Folgendes umfasst:

a. einen Spannungsgenerator (VG), der ausgelegt ist zum Erzeu-
gen einer Spannung oder eines Stroms proportional zur absoluten
Temperatur, wobei ein erstes Steuerelement (HBT;) und ein zwei-
tes Steuerelement des Spannungsgenerators (VG) Heterobipolar-
transistoren sind,

b. eine Versorgungsschaltung (SC), die ausgelegt ist zum Erzeu-
gen einer Versorgung zum Betreiben des Spannungsgenerators
(VG) umfassend ein Vorspannelement (BS) und ein Steuerelement
(CS), wobei ein anderes Steuerelement (HBT3) der Versorgungs-
schaltung (SC) ein Heterobipolartransistor ist, und

c. eine Vorspannschaltung (BC), die ausgelegt ist zum Erzeugen
einer Vorspannung zum Betreiben des Spannungsgenerators (VG),
umfassend ein Vorspannelement (BB) und ein Steuerelement (CB),
wobei ein anderes Steuerelement (HBT,4) und noch anderes Steuer-
element (HBTs) der Vorspannungsschaltung (BC) Heterobipolar-
transistoren sind, wobei das Steuerelement (CB) und das noch an-

dere Steuerelement (HBTs) durch ein Bauelement elektrisch ver-



bunden sind, das als ohmscher Widerstand (R4) ausgebildet ist,
wobei
d. mindestens das Steuerelement (CS) der Versorgungsschal-
tung (SC) und das Steuerelement (CB) der Vorspannschaltung
(BC) einen pseudomorphen Transistor mit hoher Elektronenbeweg-
lichkeit umfasst, wobei der pseudomorphe Transistor mit hoher
Elektronenbeweglichkeit ein Verarmungstransistor ist,
e. und mindestens das Vorspannelement (BS) der Versorgungs-
schaltung (SC) und das Vorspannelement (BB) der Vorspann-
schaltung (BC) einen pseudomorphen Transistor mit hoher Elektro-
nenbeweglichkeit und langer Gateelektrode umfasst, und wobei
Gateelektroden (G) und Sourceelektroden (S) der pseudomorphen
Transistoren (BS , BB) (a) elektrisch kurzgeschlossen sind, oder (b)
durch mindestens eine elektrische Komponente aneinander gekop-
pelt sind,

so dass eine Spannung (Vgs) zwischen der Gateelektrode (G)
und der Sourceelektrode (S) zwischen der negativen Schwellen-
wertspannung Vth und 0 V liegt, das heil3t Vth < Vgs <0 V, und
f.  wobei der pseudomorphe Transistor mit hoher Elektronenbe-
weglichkeit und langer Gateelektrode ein aktives Gebiet mit einer
Breite W und einer Lange L aufweist, wobei 0,01 <W/L <0,1.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 lautet:

Lverfahren zum Herstellen der Schaltung nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei

die pseudomorphen Transistoren mit hoher Elektronenbeweglich-
keit und die Heterolbergangsbipolartransistoren unter Verwen-
dung eines GaAs-BIFET-Technologieprozesses hergestellt wer-

den.”



Wegen der auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Anspriiche 2 bis 8 sowie

weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses und Zurtickverweisung der Sache an das DPMA
fuhrt (8 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

1. Laut Ursprungsunterlagen betrifft die Anmeldung eine
Bandabstandsreferenzschaltung (= BGR-Schaltung) zum Liefern einer Spannung
oder eines Stroms, bei der oder bei dem Effekte erster Ordnung der Temperatur-
abhangigkeit aufgehoben sind. Derartige BGR-Schaltungen kdnnten in Hochfre-
guenzanwendungen wie etwa Leistungsverstarkern oder Mobiltelefonen verwen-
det werden, die Ublicherweise unter Verwendung von Galliumarsenid (GaAs) her-

gestellt wurden (vgl. urspr. Unterlagen, S. 1, zweiter Abs.).

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestehe in der Bereitstellung einer
BGR-Schaltung, die in GaAs-Technologie implementiert werde, eine niedrige
kleinste erforderliche Versorgungsspannung aufweise, eine kleine Chipflache be-
lege, einen niedrigen Stromverbrauch aufweise und gegentber Versorgungsspan-

nungsvariationen robust sei (vgl. urspr. Unterlagen, S. 1, dritter Abs.).

Zur LOsung dieser Aufgabe wird in der geltenden Fassung von Anspruch 1 eine
BGR-Schaltung vorgeschlagen, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen
(Abweichungen zum Anspruch 1 gemald Ursprungsunterlagen unter- bzw. durch-

gestrichen hervorgehoben):

1. Bandabstandsreferenzschaltung, die Folgendes umfasst:

a) einen Spannungsgenerator (VG), der ausgelegt ist zum Erzeugen



b)

cl)

d)

el)

einer Spannung oder eines Stroms proportional zur absoluten

Temperatur, wobei ein_erstes Steuerelement (HBT;) und ein

zweites Steuerelement des Spannungsgenerators (VG) Hetero-

bipolartransistoren sind,

eine Versorgungsschaltung (SC), die ausgelegt ist zum Erzeugen
einer Versorgung zum Betreiben des Spannungsgenerators (VG)
umfassend ein Vorspannelement (BS) und ein Steuerelement

(CS), wobei ein anderes Steuerelement (HBT3) der Versorgungs-

schaltung (SC) ein Heterobipolartransistor ist, und

eine Vorspannschaltung (BC), die ausgelegt ist zum Erzeugen
einer Vorspannung zum Betreiben des Spannungsgenerators
(VG), umfassend ein Vorspannelement (BB) und ein Steuerele-

ment (CB), wobei ein anderes Steuerelement (HBT4) und noch

anderes Steuerelement (HBTs) der Vorspannungsschaltung (BC)

Heterobipolartransistoren sind,

wobei das Steuerelement (CB) und das noch andere Steuerele-

ment (HBTs) durch ein Bauelement elektrisch verbunden sind,

das als ohmscher Widerstand (R4) ausgebildet ist,

wobei mindestens das Steuerelement (CS) der Versorgungs-
schaltung (SC) undfeder das Steuerelement (CB) der Vorspann-
schaltung (BC) einen pseudomorphen Transistor mit hoher Elekt-

ronenbeweglichkeit umfasst, wobei der pseudomorphe Transistor

mit hoher Elektronenbeweglichkeit ein Verarmungstransistor ist,
und feder

mindestens das Vorspannelement (BS) der Versorgungsschal-

tung (SC) und/eder das Vorspannelement (BB) der Vorspann-
schaltung (BC) einen pseudomorphen Transistor mit hoher Elekt-
ronenbeweglichkeit und langer Gateelektrode umfasst, und

wobei Gateelektroden (G) und Sourceelektroden (S) der pseu-

domorphen Transistoren (BS, BB)

(a) elektrisch kurzgeschlossen sind, oder




(b) durch mindestens eine elektrische Komponente aneinan-

der gekoppelt sind,

so dass eine Spannung (Vgs) zwischen der Gateelektrode (G)

und der Sourceelektrode (S) zwischen der neqgativen Schwellen-

wertspannung Vth und 0 V liegt, das heif3t Vth < Vgs <0 V, und

f) wobei der pseudomorphe Transistor mit hoher Elektronenbeweg-
lichkeit und langer Gateelektrode ein aktives Gebiet mit einer
Breite W und einer Lange L aufweist, wobei 0,01 <W/L <0,1.

Der geltende Patentanspruch 9 beschreibt das zugehdérige Verfahren zum Her-

stellen der Schaltung nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 8.

2. Als fur die Befassung mit der Lehre der Anmeldung zustandigen Fachmann
sieht der Senat einen Ingenieur der Elektrotechnik mit langjahriger Erfahrung im
Design von Schaltungen fir die Spannungs- und Stromversorgung mit zugehori-
gen Referenzschaltungen fur Hochfrequenz-ICs. Diesem Fachmann sind die ent-
sprechenden Herstellungstechnologien und die mit diesen Technologien realisier-
baren Bauelemente fur die Herstellung der Schaltungen bekannt.

3. Der Inhalt des geltenden neuen Anspruchssatzes geht in zulassiger Weise
auf die am 17.02.2011 urspringlich beim DPMA eingereichten Anmeldeunterlagen

zuruck.

Die nun beanspruchte BGR-Schaltung — und das zugehoérige Verfahren zu ihrer
Herstellung — wird durch Merkmale beschrieben, die auf einer Zusammenfassung
des urspringlichen Anspruchs 1 mit den urspringlichen Anspriichen 2, 4, 5 und
13 sowie der Offenbarung in der urspringlichen Beschreibung auf Seite 10, zwei-

ter Absatz, und Seite 15, ab zweiter Absatz, in Verbindung mit Figur 6 beruhen.



Das oben Gesagte gilt entsprechend fir den nebengeordneten Anspruch 9, der
ein Verfahren zum Herstellen der BGR-Schaltung nach einem der vorhergehen-

den Anspriiche betrifft.

4. Der Anmeldegegenstand ist ausfuhrbar offenbart (8 34 Abs. 4 PatG), da die
in den Anmeldeunterlagen enthaltenden Angaben (vgl. insbesondere die Figuren
mit zugehoriger Beschreibung) dem fachmannischen Leser so viel an technischen
Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen
in der Lage ist, die anspruchsgemal3e BGR-Schaltung umzusetzen und das Ver-

fahren zu ihrer Herstellung durchzufihren.

5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gilt gegeniiber dem im
Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu (8 3 PatG).

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D5 zeigt eine BGR-
Schaltung, die alle Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. So ist in keiner dieser
Druckschriften eine Schaltung offenbart, bei der die Versorgungsschaltung und die
Vorspannschaltung als Steuerelemente und Vorspannelemente pseudomorphe
Transistoren mit hoher Elektronenbeweglichkeit (und langer Gateelektrode) um-

fassen.

Die Druckschrift D1 zeigt auf Seite 466, Folie 1619, eine BGR-Schaltung, die mit
NPN-Bipolartransistoren aufgebaut ist. Die Schaltung entspricht im Aufbau der ab
Beschreibungsseite 8, letzter Absatz, in Verbindung mit Figur 1 der vorliegenden
Anmeldung vom 17.02.2011 beschriebenen BGR-Schaltung. Pseudomorphe
Transistoren mit hoher Elektronenbeweglichkeit (und langer Elektrode) werden in

der Druckschrift D1 nicht erwahnt.

Aus der Druckschrift D2 ist die Integration von pseudomorphen Transistoren mit
hoher Elektronenbeweglichkeit (pseudomorphic HEMT = pHEMT) und Heterobi-

polartransistoren (Heterojunction bipolar transistor = HBT) in einem GaAs BIFET-
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Prozess bekannt. Die pHEMTs der Druckschrift D2 sind Transistoren vom Verar-
mungstyp (D2, S. 244, letzter Abs., und Fig. 2). Der Prozess wird dazu genutzt,
RFICs zu realisieren, beispielsweise Leistungsverstarker und LNAs im Mobilfunk-
bereich. Auf mit diesem Prozess hergestellten integrierten Schaltungen werden
gegebenenfalls auch weitere Funktionen integriert (vgl. D2, z.B. Fig. 7 mit den
Blocken ,Bias Network®; Teil eines ,Bias Network” kann auch eine BGR-Schaltung

sein, dies ist allerdings in D2 nicht offenbart).

Aus der Druckschrift D3 ist bekannt, aktive Widerstande mittels MOS-FETs zu re-
alisieren. Diese haben den Vorteil der Flachenreduzierung im Vergleich zu passi-
ven Widerstanden (vgl. D3, S. 213, vorletzter Abs.). Dabei werden z.B. Gate und
Source kurzgeschlossen (vgl. z.B. D3, S. 217, letzter Abs., S. 218, Fig. 3.4.2c, S.
213, vorletzter Abs.). Eine BGR-Schaltung wird dort nicht erwahnt.

Die Druckschrift D4 betrifft Stromtreiberschaltungen, die prazise gesteuerte
Stromausgange mit niedrigem Pegel und Temperaturkompensation bereitstellen,
sowie ein Verfahren zum préazisen Steuern des Ausgangsstroms (vgl. D4, Abs.
[0001]). Eine BGR-Schaltung wird in Absatz [0035] in Verbindung mit der Figur 6
beschrieben. Der Fachmann entnimmt der Druckschrift D4, dass derartige Schal-
tungen in unterschiedlichen Technologien erstellt werden kénnen (vgl. D4, Abs.
[0016]). Pseudomorphe Transistoren mit hoher Elektronenbeweglichkeit (und lan-

ger Gateelektrode) werden dort nicht erwahnt.

Aus der Druckschrift D5 sind pseudomorphe Transistoren mit langer Gateelekt-

rode bekannt, eine BGR-Schaltung wird nicht erwahnt.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit gegentber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand der Tech-
nik (8 4 PatG).
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a) Ausgehend von der Druckschrift D2 stellt sich dem Fachmann die Aufgabe,
eine BGR-Schaltung fur den dort offenbarten Halbleiter-Prozess zu entwickeln.
Der Fachmann bendétigt hierzu keine Anregung, da das Vorsehen einer BGR-
Schaltung auf einem integrierten Schaltkreis eine Ubliche MalRnahme ist (vgl.
BGH, Urteil vom 11.03.2014 — X ZR 139/10 — Farbversorgungssystem).

Steht der Fachmann vor der Aufgabe, fur einen solchen Prozess eine BGR-
Schaltung zu entwerfen, wird er aus den bekannten BGR-Schaltungen eine belie-
bige, fir den Prozess geeignete, auswahlen und mit den Mitteln des Prozesses —
also den zur Auswahl stehenden Bauteilen — entwerfen. Denn dem Fachmann ist
bekannt, dass entsprechende BGR-Schaltungen unabhéngig von der Herstel-
lungstechnologie ausgewahlt werden konnen (zum Fachwissen vgl. D4, Abs.
[0016]).

Eine BGR-Schaltung, die sich dem Fachmann zur Realisierung anbietet, ist die in
der Druckschrift D1, Folie 1619, gezeigte Schaltung, die auch in der Figur 1 der
vorliegenden Anmeldung dargestellt ist. Der Meinung der Anmelderin, dass der
Fachmann keinen Grund gehabt hatte, bei der Vielzahl der in der Druckschrift D1
offenbarten BGR-Schaltungen gerade die nach der Folie 1619 auszuwahlen, ver-
mag sich der Senat nicht anzuschlieBen. Die Druckschrift D1 offenbart BGR-
Schaltungen verschiedener Komplexitat. Der Fachmann wird daher die fur seinen
Zweck am besten geeignete auswahlen, wobei er auf Grund der besonders hohen
Komplexitat BGR-Schaltungen mit Operationsverstarkern ausschliel3en wird. Da-
her ist es fur ihn bei entsprechenden Qualitatsanforderungen naheliegend, die
BGR-Schaltung nach Folie 1619 der Druckschrift D1 zu verwenden.

Die BGR-Schaltung nach Druckschrift 1 umfasst
- einen Spannungsgenerator, der ausgelegt ist zum Erzeugen einer Span-

nung oder eines Stroms proportional zur absoluten Temperatur, wobei ein

erstes Steuerelement Q3 und ein zweites Steuerelement Q4 des Span-
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nungsgenerators Heterebipolartransistoren sind (Merkmal aejjw), und

- eine Versorgungsschaltung, die ausgelegt ist zum Erzeugen einer Versor-
gung zum Betreiben des Spannungsgenerators umfassend ein Vorspann-
element R1 und ein Steuerelement Q5, wobei ein anderes Steuerelement
Q1 der Versorgungsschaltung ein Heterebipolartransistor ist (Merkmal
Dreitw), und

- eine Vorspannschaltung, die ausgelegt ist zum Erzeugen einer Vorspan-
nung zum Betreiben des Spannungsgenerators, umfassend ein Vorspann-
element R2 und ein Steuerelement Q7, wobei ein anderes Steuerelement
Q2 und noch anderes Steuerelement Q6 der Vorspannungsschaltung Hete-

rebipolatransistoren sind (Merkmal Cieiiw).

Beim Entwurf der aus der Druckschrift D1 bekannten BGR-Schaltung im Prozess
nach der Druckschrift D2 ist der Fachmann gezwungen, die Bauelemente zu er-
setzen und die fur den Prozess gemald der Druckschrift D2 moéglichen Bauele-

mente zu verwenden.

Fur die Transistoren Q1, Q2, Q3, Q4 und Q6 der Druckschrift D1 muss der Fach-
mann zwingend Bipolartransistoren wéhlen, da die Funktion von BGR-Schaltun-
gen auf dem Verhalten von Bipolartransistoren beruht und die Schaltung ansons-
ten nicht funktionieren wirde. Im Prozess nach der Druckschrift D2 sind Heterobi-
polartransistoren verfiigbar, so dass der Fachmann diese zur Realisierung der
Transistoren Q1, Q2, Q3, Q4 und Q6 verwenden muss (Merkmale a, b, c).

Die Transistoren Q5 und Q7 der Druckschrift D1 mussen aus Sicht des Fach-
manns keine Bipolartransistoren sein und unterliegen nicht den matching-Anforde-
rungen der restlichen Transistoren, so dass der Fachmann hier auch andere Tran-
sistoren verwenden kann. Da in der Technologie nach der Druckschrift D2 ledig-
lich zwei Transistortypen enthalten sind, wird der Fachmann aus diesen Typen
den fir seine Zwecke (Flache, Versorgungsspannung, Zuverlassigkeit etc.) besser

geeigneten auswahlen. An Hand der Eigenschaften der aus der Druckschrift D2
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bekannten pHEMTs (vgl. D2, S. 244, rechte Spalte, letzter Abs. ff.) erkennt der
Fachmann, dass es objektiv zweckmalfiig ist, diese pHEMTs dafiir zu verwenden.
Die in der Druckschrift D2 offenbarten pHEMTSs sind Verarmungstransistoren (vgl.
D2, S. 244, letzter Abs., und Fig. 2), womit dem Fachmann das Merkmal d nahe-
gelegt ist.

Fur die ohmschen Widerstande R1 und R2 der BGR-Schaltung nach der Druck-
schrift D1 wird der Fachmann pHEMTs als aktive Widerstdnde in Erwagung zie-
hen, bei denen Gate und Source kurzgeschlossen sind, um so die nétige Chipfla-
che drastisch zu verringern, was ihm prinzipiell fur Feldeffekttransistoren aus sei-
nem Fachwissen bekannt ist, wie es durch die Druckschrift D3 beispielhaft belegt
wird (vgl. D3, S. 218, Fig. 3.4-2c mit zugehdrigem Text, beispielsweise S. 213:
vorletzter Abs., S. 214-215: Tabelle 3.4-2, S. 217: letzter Satz, S. 307: zweiter
Abs.). Aus der Druckschrift D3 geht weiter hervor, dass das Verhaltnis von W/L
wesentlich kleiner als 1 sein muss und je nach Anwendungsfall festgelegt wird. Als
Beispiel ergibt sich ein W/L-Verhaltnis von 0,11 (vgl. D3, S. 307). Pseudomorphe
Transistoren mit langer Gateelektrode (W/L-Verhaltnis =0,15) sind dem Fachmann
prinzipiell aus der Druckschrift D5 bekannt (vgl. D5, Fig. 2b und 2c). Dies mag den

Fachmann zu einer Realisierung der Merkmale e, el und f fihren.

Es ist fir den Senat jedoch nicht ersichtlich, warum der Fachmann den passiven
ohmschen Widerstand R6 (D1, S. 466, Figur oben), der dem Widerstand R4 ge-
mafld Merkmal cl entspricht, nicht ebenfalls — wie die Widerstdnde R1 und R2
(D1, S. 466, Figur oben) — durch aktive Widerstande mittels pHEMTS ersetzen
sollte, bei denen Gate- und Sourceelektroden kurzgeschlossen sind. Aus Sicht
des Senats wurde der Fachmann fiur alle ohmschen Widerstande dieselbe Tech-
nologie wéahlen. Anst6l3e, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlasse sind der-
zeit nicht erkennbar, warum der Fachmann fir die Realisierung der aus Druck-
schrift D1 bekannten ohmschen Widerstande unterschiedliche Technologien (ak-

tive/passive Widerstande) verwenden sollte.
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Um zur L6ésung der Anmeldung zu gelangen, sind daher in Summe komplexe inei-
nander greifende Malinahmen, fur die der Stand der Technik keine Anregung
bietet, erforderlich, so dass dies nicht mehr als eine dem durchschnittlich ausge-
bildeten und befahigten Fachmann mdgliche und nahegelegte Weiterentwicklung
des von den Druckschriften D2 und D1 derzeit reprasentierten Stands der Technik

bewertet werden kann.

b) Auch ausgehend von der Druckschrift D4 gelangt der Fachmann nicht in

naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1.

Der Fachmann mag zwar durch den Hinweis in der Druckschrift D4, die dort offen-
barte BGR-Schaltung nach Figur 6 sei grundsétzlich in einer beliebigen Technolo-
gie realisierbar (vgl. D4, Abs. [0016]), veranlasst sein, die GaAs BIFET Technolo-
gie der Druckschrift D2 fur die Realisierung zu verwenden und die dortigen
Schalter 112 und 122 sowie die aktiven Widerstadnde 106 und 114 durch pHEMTSs
zu ersetzen. Allerdings liegt mit der Schaltung nach Figur 6 der Druckschrift D4
eine funktionierende BGR-Schaltung vor. Der Fachmann hat ausgehend von der
Druckschrift D4 keinen Anlass von dieser, ihre Funktion erfillenden BGR-Schal-

tung abzugehen und einen anderen schaltungstechnischen Aufbau zu wéhlen.

C) Somit gelangt der Fachmann ausgehend von dem derzeit vorliegenden
Stand der Technik nicht in naheliegender Weise zu einer Bandabstandsreferenz-

schaltung mit allen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1.

7. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und
das Patent zu erteilen, da das DPMA das Patentbegehren ersichtlich nur gemaf
der damals jeweils herrschenden Antragslage geprift und weitgehend auch die

Recherche darauf begrenzt hat.

Es kann indes nicht ausgeschlossen werden, dass ein einer Patenterteilung ent-

gegenstehender Stand der Technik existiert, insbesondere im Hinblick auf die un-
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terschiedliche Realisierung der Widerstdnde in der BGR-Schaltung nach der
Druckschrift D1. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstan-
digen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, woflr in
erster Linie die Prufungsstellen des DPMA zusténdig sind, war die Sache zur
weiteren Prufung und Entscheidung an das DPMA zuriickzuverweisen (8
79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

Der Prufungsstelle obliegt bei der erneuten Priifung ebenso die Entscheidung dar-
Uber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des 8§ 49 Abs. 1 PatG erflillt,
insbesondere wird sie darauf hinzuwirken haben, dass im Falle einer Patentertei-

lung die Beschreibung an das geltende Patentbegehren angepasst ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der
durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (8 99 Abs. 2,
§ 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Be-
schlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen (8 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Ubertragung in die elektroni-
sche Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (8 125a Abs.3 Nr. 1
PatGi. V. m. 8 1 und 8§ 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung Uber den elektro-
nischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht
(BGH/BPatGERVYV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder
fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2
BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist Uber die auf der
Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html be-
zeichneten =~ Kommunikationswege  erreichbar (8 2 Abs.1 Satz?2
BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzun-
gen bekanntgegeben (8§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol Dorn Albertshofer Dr. Wollny
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